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terchips (5) auf einem Substrat (10) mittels Flip-Chip Tech- \. 40
nik, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst: 7

a) Bereitstellung eines Halbleiterchips (5) mit einem Baue-
lemente (12) aufweisenden Bauelementbereich (15) und

einem Kantenbereich (17), wobei im Kantenbereich (17) {

ein eine Mehrzahl von Bondpads (20, 22) aufweisender 30
Montagebereich (25) angeordnet ist

b) Bereitstellung eines Substrates (10) mit einer eine Mehr-

zahl von Lands (40, 42) aufweisenden Oberflache, wobei

die Lands (40, 42) auf dem Substrat (10) eine erste (30) 35
und eine zweite, zur ersten (30) parallel ausgerichtete
Landreihe (35) bilden

c) Aufbringen von Lotmaterial (45) auf die Bondpads (20,

22) und/oder auf die Lands (40, 42), wodurch eine erste

(50) und eine zweite Bumpreihe (55) gebildet werden

d) Positionieren des Halbleiterchips (5) auf dem Substrat

(10)

e) Unterschiedliches Schmelzen des Lotmaterials (45) der
ersten (50) und der zweiten Bumpreihe (55) derart durch ei-

nen Lotprozess, dass der...



DE 10 2005 015109 B4 2007.06.21

Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Mon-
tieren von Halbleiterchips auf einem Substrat mittels
Flip-Chip Technik und eine entsprechende Anord-
nung.

[0002] Die Aufbau- und Verbindungstechnik wird ein
immer komplexeres Gebiet. Grund dafir sind zum ei-
nen die steigenden technischen Anforderungen an
die Miniaturisierung in den Mikrotechniken und zum
anderen der enorme Druck, eine mdglichst preis-
glinstige aber zuverlassige Technik bereitzustellen.
Eine Maoglichkeit bietet hierbei die Flip-Chip Techno-
logie. In der Flip-Chip Technologie werden unge-
hauste Halbleiterchips Uber einen simultanen Kon-
taktierungsprozess direkt auf ein Substrat montiert.
Dadurch werden kiirzeste Verdrahtungswege ge-
wahrleistet. Typischerweise wird der Halbleiterchip
mit der aktiven, d. h. mit der Bauelemente aufweisen-
den Seite nach unten (,face down") liber ein Substrat
positioniert und mittels eines Lotprozesses oder ei-
nes Klebeprozesses kontaktiert. Hierzu weist einer
der Verbindungspartner — der Halbleiterchip oder das
Substrat — Kontakthdcker auf, die im Falle eines L6t-
prozesses auch ,Lotbumps" oder einfach ,Bumps"
genannt werden. Wahrend des Lotprozesses
schmelzen die Bumps und verbinden so den Halblei-
terchip elektrisch und mechanisch mit dem Substrat.

[0003] Ublicherweise werden die Bumps umlaufend
oder an zwei gegenuberliegenden Kantenbereiche
des Halbleiterchips angebracht. Dadurch ist der
Halbleiterchip nach dem Létprozess zumindest beid-
seitig — genauer an gegenuberliegenden Kantenbe-
reichen — am Substrat befestigt. Diese Vorgehens-
weise ist jedoch insbesondere bei einem Halbleiter-
chip mit mikromechanischen Sensorelementen un-
glnstig. Unterschiedliche thermische Ausdehnungen
von Halbleiterchip und Substrat fihren bei Tempera-
turveranderungen zu einer Verschiebung relativ zu-
einander, wodurch mechanische Spannungen ent-
stehen. Diese Spannungen beeinflussen die Mess-
werte der Sensorelemente, die oft nicht toleriert wer-
den kénnen.

[0004] Eine Mdglichkeit zur Vermeidung oder Redu-
zierung solcher Spannungen besteht darin, alle
Bumps und somit alle elektrischen und mechani-
schen Kontakte nur auf einem Kantenbereich anzu-
ordnen. Eine solche Anordnung ist beispielsweise
aus der nicht vorveroéffentlichten DE-102004011203
A1 bekannt.

[0005] Allerdings ist die Erzeugung von einseitig be-
festigten Halbleiterchips nicht unproblematisch. Fur
eine zuverlassige Fixierung vor und wahrend des L6t-
prozesses muss eine Halterung vorhanden sein, die

den Halbleiterchip fiir den Lotprozess festhalt. Diese
Halterung kann nach dem Létprozess entweder wie-
der entfernt werden oder am Halbleiterchip verblei-
ben. Im ersten Fall ist fur die Entfernung wieder ein
zusatzlicher Prozess mit entsprechenden Kosten
notwendig, wahrend im zweiten Fall Gber die Halte-
rung wieder Krafte im Betriebszustand auf den Halb-
leiterchip wirken, die die Sensorelemente beeinflus-
sen.

[0006] Es besteht also ein Bedarf fiir ein Verfahren
zum Montieren von einseitig befestigten Halbleiter-
chips, wobei auf eine Entfernung von fir die Fixie-
rung von Halbleiterchips bendtigte Halterung verzich-
tet werden kann.

[0007] Aus dem Stand der Technik sind weitere Mo-
difikationen der Flip-Chip-Technik bekannt. So wird in
GB 2194387 A ein mittels der Flip-Chip-Technik auf
einem Substrat montierter Halbleiterchip beschrie-
ben, wobei unterschiedlich groe Loétanschlussfla-
chen auf dem Substrat vorgesehen sind. Gemal der
Schrift kann dadurch eine Verbesserung der Lebens-
dauer der Anordnung erreicht werden.

[0008] Weiter wird in US 2004/0182913 A1 ein Ver-
fahren zum Montieren von Chips auf einem Substrat
mittels Flip-Chip Technik vorgestellt, wonach der
Schmelzvorgang der Bumps eine neigende Bewe-
gung des Chips verursacht. Es ist dabei vorgesehen,
dass alle Bumps in einer Reihe angeordnet werden.

Vorteile der Erfindung

[0009] Mit dem erfindungsgemafien Verfahren zum
Montieren von Halbleiterchips auf einem Substrat
mittels Flip-Chip Technologie und der entsprechen-
den Anordnung wird es ermdglicht, auf eine zuverlas-
sige Weise einseitig auf dem Substrat befestigte
Halbleiterchips herzustellen ohne dabei eine Halte-
rung einsetzen zu mussen, die nach dem Létprozess
wieder zu entfernen ist. Schadliche Krafteinwirkun-
gen auf Sensorelemente des Halbleiterchips werden
dadurch vollstéandig verhindert.

[0010] Das Verfahren sieht vor, eine erste und eine
zweite Bumpreihe zu bilden und durch den Létpro-
zess unter Ausnutzung einer Hebelwirkung einen dy-
namischen Vorgang des Halbleiterchips auszuldsen,
der einen stabilen und zuverlassigen Endzustand der
beiden Verbindungspartner gewahrleistet. Insbeson-
dere fuhren auch Temperaturschwankungen nicht zu
mechanischen Spannungen in den Verbindungspart-
nern.

[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemalen Verfahrens sind in den Unteranspriichen
angegeben und in der Beschreibung beschrieben.
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Zeichnung

[0012] Ausflhrungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der Zeichnung und der nachfolgenden Be-
schreibung naher erlautert. Es zeigen:

[0013] Fig.1 einen mittels Flip-Chip Technologie
auf einem Substrat montierten Halbleiterchip im
Schnitt,

[0014] Fig. 2 eine erste und eine zweite Landreihe
auf einem Substrat in Draufsicht,

[0015] Fig. 3a bis Fig. 3¢ ein Ausflihrungsbeispiel
des Verfahrens zum Montieren von Halbleiterchips
auf einem Substrat, und

[0016] Fig. 4 einen Dipp-Vorgang zum Aufbringen
von Flussmittel auf das Lotmaterial.

Beschreibung der Ausflihrungsbeispiele

[0017] Anhand der Fig. 1 werden zunachst Begriffe
eingefiihrt, die in dieser Beschreibung gebraucht
werden. Ein Halbleiterchip 5 ist mittels Flip-Chip
Technologie auf einem Substrat 10 montiert. Dabei
sind sie durch Lotmaterial 45 miteinander elektrisch
und mechanisch verbunden. Der Halbleiterchip 5
weist einen Bauelementbereich 15 mit Bauelemen-
ten 12 auf. Die Bauelemente 12 sind oft Sensorele-
mente und koénnen mikromechanische Strukturen
sein, beispielsweise Membrane, Mikrobalken (,Canti-
lever") oder auch Mikrobriicken. Ein geeignetes Ma-
terial fir den Halbleiterchip 5 ist Silizium. Oft sind pi-
ezoresistive Materialien gezielt in den mikromechani-
schen Strukturen verwendet worden, um Wider-
standsanderung als Sensorsignal zu gewinnen. Ne-
ben Sensorelemente kénnen die Bauelemente 12
auch HF-Bauteile (Hochfrequenz-Bauteile) sein. In
den weiteren Fig. 2 bis Fig. 4 wurde Ubrigens aus
Griinden der Ubersichtlichkeit auf eine Darstellung
der Bauelemente 12 im Bauelementbereich 15 ver-
zichtet.

[0018] Weiter weist der Halbleiterchip 5 einen Mon-
tagebereich 25 in einem Kantenbereich 17 auf. Der
Montagebereich 25 weist seinerseits eine Mehrzahl
von so genannten Bondpads 20, 22 auf, die als 16tba-
re Flache auf dem Halbleiterchip 5 dienen. Die Fig. 1
ist eine Darstellung im Schnitt, daher ist nur ein Bond-
pad 20, 22 zu erkennen. Ebenso sind auf dem Subst-
rat 10 I6tbare Flachen vorhanden, die Lands 40, 42
genannt werden. Das Substrat 10 selbst kann eine
organische Leiterplatte (,Printed Circuit Board" —
PCB) oder ein keramischer Schaltungstrager sein.
Umspritzte Stanzgitter oder spritzgegossene Schal-
tungstrager (Molded Interconnect Devices — MID)
sind ebenso als Substrate 10 mdglich.

[0019] Das Verfahren zum Montieren von Halblei-
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terchips 5 auf einem Substrat 10 umfasst folgende
Schritte: Wie oben beschrieben, wird zunachst in ei-
nem Schritt a) ein Halbleiterchip 5 mit einem Bauele-
mente 12 aufweisenden Bauelementbereich 15 und
einem Kantenbereich 17 bereitgestellt, wobei im
Kantenbereich 17 ein eine Mehrzahl von Bondpads
20, 22 aufweisender Montagebereich 25 angeordnet
ist. Weiter wird im nachsten Schritt b) ein Substrat 10
mit einer eine Mehrzahl von Lands 40, 42 aufweisen-
den Oberflache bereitgestellt. Danach wird in einem
Schritt ¢) das Lotmaterial 45 auf die Bondpads 20, 22
und/oder auf die Lands 40, 42 aufgebracht. Bei Be-
darf kann der Halbleiterchip 5 nun vereinzelt werden.
Anschlief3end wird in einem Schritt d) der Halbleiter-
chip 5 auf dem Substrat 10 positioniert. Schlief3lich
wird in einem Schritt €) das Lotmaterial 45 derart
durch einen Loétprozess geschmolzen, dass der Mon-
tagebereich 25 des Halbleiterchips 5 mittels Oberfla-
chenspannung des schmelzenden Lotmaterials 45
zum Substrat 10 hinbewegt und der Bauelementbe-
reich 15 durch die daraus resultierende Drehbewe-
gung um eine Drehachse bzw. einen Drehpunkt zwi-
schen den beiden Bereichen 15, 25 vom Substrat 10
weg angehoben wird.

[0020] Durch den Létprozess im Schritt ) wird also
eine dynamische Drehbewegung des Halbleiterchips
5 ausgel6st, wobei sich die Drehachse bzw. der
Drehpunkt zwischen dem Montagebereich 25 und
dem Bauelementbereich 15 befindet. Der Bauele-
mentbereich 15 hebt dabei von der Oberflache des
Substrates 10 ab und kontaktiert nicht mehr direkt
das Substrat 10, sondern nur indirekt Uber das Lot-
material 45 am Montagebereich 25.

[0021] Um solch ein Drehmoment beim Lotprozess
zu erzeugen, sind mehrere Mdglichkeiten vorhanden.
Eine bevorzugte Variante ist der Einsatz von Lands
40, 42 mit unterschiedlich groflen Flachen. Wie in
Eig. 2 dargestellt, erkennt man in dieser Variante auf
der Oberflache des Substrates 10 in Draufsicht eine
erste 30 und eine zweite Landreihe 35. Entsprechend
angepasst sind im Montagebereich 25 des Halbleiter-
chips 5 die Anzahl und Anordnung der Bondpads 20,
22, d. h. es gibt eine erste und eine zweite Reihe von
Bondpads 20, 22. Weiter weisen in diesem Beispiel
die Lands 40 der ersten Landreihe 30 eine grofere
Flache auf als die Lands 42 der zweiten Landreihe
35. Die Lands 42 in der zweiten Landreihe 35 sind in
ihrer Flache wie Ublich etwa so grof wie die Bond-
pads 22 fur die zweite Bumpreihe 55, wahrend die
Lands 40 in der ersten Landreihe 30 eine wesentlich
groRere Flache aufweisen als die Bondpads 20 fir
die erste Bumpreihe 50.

[0022] Durch das Aufbringen von Lotmaterial 45 auf
Bondpads 20, 22 gemaf Schritt ¢c) werden dann — wie
in Fig. 3a erkennbar — eine erste 50 und eine zweite
Bumpreihe 55 gebildet.
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[0023] Abweichend hierzu kann das Lotmaterial 45
jedoch bei Bedarf stattdessen oder zusatzlich auf
Lands 40, 42 aufgebracht werden. Weiter ist es auch
moglich, optional ein oder mehrere Stitzsockel 60
auf dem Bauelementbereich 15 des Halbleiterchips 5
oder auf der gegenilberliegenden Oberflache des
Substrates 10 aufzubringen. Der Stlitzsockel 60 soll
ein Abkippen des Halbleiterchips 5 bei der Flip-Chip
Montage verhindern. Es sei bemerkt, dass der optio-
nale Stitzsockel 60 nicht auf einer Lotflache aufge-
bracht ist, so dass der Halbleiterchip 5 in diesem
Bauelementbereich 15 nur auf der Oberflache vom
Substrat 10 aufliegt, aber nicht fest damit verbunden
ist bzw. wird. Im Endzustand nach der gesamten
Flip-Chip Montage ist der Stitzsockel 60 nur mit ei-
nem Verbindungspartner verbunden und kann daher
keine mechanische Spannungen erzeugen.

[0024] AnschlieBend erfolgt gemald Schritt d) die
Positionierung des Halbleiterchips 5 auf dem Subst-
rat 10. Die zweite Bumpreihe 55 ist zwischen der ers-
ten Bumpreihe 50 und dem Bauelementbereich 15
angeordnet.

[0025] Fig. 3b veranschaulicht den nachfolgenden
Schritt €), bei dem das Lotmaterial 45 mittels eines
Lotprozesses geschmolzen wird. Der Lotprozess
wird durch an sich bekannte Heizplatten-, Kondensa-
tions- oder andere Techniken des Reflow-Létens
(Wiederaufschmelzléten) durchgefihrt. Durch den
Lotprozess verlauft das geschmolzene Lotmaterial
45 in der ersten Bumpreihe auf die groRflachigen
Lands 40 in der ersten Landreihe 30, wahrend das
Lotmaterial 45 der zweiten Bumpreihe mit gleichem
Lotvolumen auf die kleinflachigen Lands 42 in der
zweiten Landreihe 35 kaum verlaufen kann. Durch
die Oberflachenspannung des verlaufenden Lotma-
terials 45 auf grofRflachigen Lands 40 entsteht in die-
sem Bereich eine zum Substrat 10 gerichtete Kraft 58
auf den Halbleiterchip 5, und sie zieht den Montage-
bereich 25 des Halbleiterchip 5 zum Substrat 10 her-
unter. Da aber gleichzeitig das Lotmaterial 45 in den
kleinflachigen Lands 42 in der zweiten Landreihe 35
kaum verlaufen kann, wirken die Stellen der zweiten
Bumpreihe 55 als eine Drehachse bzw. Drehpunkt 57
der resultierenden Drehbewegung 56. Hierbei Gibt die
Drehbewegung 56 eine vom Substrat 10 weggerich-
tete Kraft 59 auf den Bauelementbereich 15 aus, wo-
durch der Bauelementbereich 15 vom Substrat 10
weg gehoben wird.

[0026] Gemal Fig.3c kann optional nach dem
Schritt ) der Halbleiterchip 5 mit einer Unterfillung
65 zwischen dem Montagebereich 25 des Halbleiter-
chips 5 und dem die Lands 40, 42 aufweisenden Be-
reich des Substrates 10 noch unterfillt werden, um
bei Bedarf die mechanische Belastbarkeit des Halb-
leiterchips 5 zu erhéhen. Die Unterfiillung 65 ist ubli-
cherweise ein isolierendes Kunststoffmaterial. Um zu
verhindern, dass die Unterflllung 65 unter den ge-

samten Halbleiterchip 5 fliet, weist das Substrat 10
eine Aussparung 70 auf. Die Kante der Aussparung
70 sorgt daflr, dass die Unterfullung 65 nicht in bzw.
unter den Bauelementbereich 15 gelangen kann.

[0027] Das vorgestellte Verfahren kann bei Bedarf
durch folgende MafRnahmen noch optimiert werden,
ohne dabei das eigentliche Verfahrensprinzip zu an-
dern: So kann nach dem Schritt ¢) Flussmittel auf das
Lotmaterial 45 aufgebracht werden, um den spateren
Lotprozess zuverlassiger durchzufuhren. Das Fluss-
mittel ist im Lotverfahren ein an sich bekanntes Lo6t-
hilfsmittel, das das Lotmaterial 45 oder die mit Lotma-
terial zu benetzenden Oberflachen frei von Oxiden
halten soll. Das Flussmittel 75 kann beispielsweise
wie in Fig. 4 dargestellt durch Dippen, also durch ein
kurzes Eintauchen des Lotmaterials 45 in ein flussi-
ges Flussmittel 75 aufgebracht werden. Der Halblei-
terchip 5 mit den Lotbumps wird in einen Behalter 80
mit flissigem Flussmittel 75 eingetaucht. Hierfir ist
es vorteilhaft, wenn alle Lotbumps in den Bumprei-
hen 50, 55 die gleiche Hohe aufweisen. Je nach Art
des Halbleiterchips 5 ist es eventuell weiter vorteil-
haft, wenn Uber zusatzliche Stiitzsockel 60 sicherge-
stellt wird, dass die Bauelemente 12 nicht mit dem
Flussmittel 70 in Kontakt kommt. Diese Stutzsockel
60 sind typischerweise kleiner als die Lotbumps in
den Bumpreihen 50, 55, da nicht garantiert werden
muss, dass sie selbst in das Flussmittel 75 einge-
taucht werden. Die bereits friiher erwahnten Stitzso-
ckel 60 konnen also in mehrfacher Funktion dem Ver-
fahren dienen.

[0028] In einem weiteren Ausflihrungsbeispiel wird
vorgeschlagen, anstatt der Flachen der Lands 40, 42
die Flachen der Bondpads 20, 22 zu variieren. Zur Er-
zeugung des Drehmomentes beim Loétprozess wird
dann im Schritt a) ein Halbleiterchip 5 bereitgestellt,
bei dem die Bondpads 20 fiir die erste Bumpreihe 50
eine groflere Flache aufweisen als die Bondpads 22
fur die zweite Bumpreihe 55 (siehe Eig. 5). Die Lands
40, 42 in den beiden Landreihen 30, 35 brauchen
dann nicht mehr unterschiedlich grof3 zu sein.

[0029] Auch ist es in einem weiteren Ausflihrungs-
beispiel vorgesehen, im Schritt ¢) unterschiedliche
Mengen an Lotmaterial 45 auf Bondspads 20, 22
und/oder auf Lands 40, 42 zur Bildung der ersten 50
und der zweiten Bumpreihe 55 aufzubringen. Wie in
Fig. 6 erkennbar, weist die erste Bumpreihe 50 Lot-
pumps mit einer kleineren Menge an Lotmaterial 45
als Lotpumps in der zweiten Bumpreihe 55 auf. Da-
durch ist eine GrofRenvariation der Bondpads 20, 22
oder der Lands 40, 42 nicht mehr nétig, um beim L6t-
prozess ein Drehmoment zu erzeugen. Die beiden
letzten Ausfihrungsbeispiele fiihren allerdings zu un-
terschiedlich groRen Lotbumps und sind somit nicht
besonders geeignet zum Aufbringen des Flussmittels
75 mittels Dippen.
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[0030] Natdrlich ist eine Kombinierung der Merkma-
le aus den Ausflihrungsbeispielen auch grundsatz-
lich moglich. So kann beispielsweise zusatzlich zu
unterschiedlich groRen Lands 40, 42 unterschiedlich
viel Lotmaterial 45 auf Bondpads 20, 22 oder auf
Lands 40, 42 aufgebracht werden.

[0031] Im Ubrigen ist es auch bei einem doppelseiti-
gen Reflow-Prozess méglich, den Halbleiterchip 5 im
Bauelementbereich 15 durch das vorgestellte Verfah-
ren anzuheben: Nach Durchfiihrung des ersten Re-
flow-Prozesses auf einer Seite des Halbleiterchips 5
werden beim zweiten Reflow-Prozess die beiden
Verbindungspartner umgedreht und die Schwerkraft
unterstutzt hierbei auf nattirliche Weise, den Halblei-
terchip 5 im Bauelementbereich 15 vom Substrat 10
wegzudrehen.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Montieren von Halbleiterchips
(5) auf einem Substrat (10) mittels Flip-Chip Technik,
wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

a) Bereitstellung eines Halbleiterchips (5) mit einem
Bauelemente (12) aufweisenden Bauelementbereich
(15) und einem Kantenbereich (17), wobei im Kan-
tenbereich (17) ein eine Mehrzahl von Bondpads (20,
22) aufweisender Montagebereich (25) angeordnet
ist

b) Bereitstellung eines Substrates (10) mit einer eine
Mehrzahl von Lands (40, 42) aufweisenden Oberfla-
che, wobei die Lands (40, 42) auf dem Substrat (10)
eine erste (30) und eine zweite, zur ersten (30) paral-
lel ausgerichtete Landreihe (35) bilden

¢) Aufbringen von Lotmaterial (45) auf die Bondpads
(20, 22) und/oder auf die Lands (40, 42), wodurch
eine erste (50) und eine zweite Bumpreihe (55) gebil-
det werden

d) Positionieren des Halbleiterchips (5) auf dem Sub-
strat (10)

e) Unterschiedliches Schmelzen des Lotmaterials
(45) der ersten (50) und der zweiten Bumpreihe (55)
derart durch einen Létprozess, dass der Montagebe-
reich (25) des Halbleiterchips (5) mittels Oberflachen-
spannung des schmelzenden Lotmaterials (45) der
ersten Bumpreihe (50) zum Substrat (10) hinbewegt
und der Bauelementebereich (15) durch die daraus
resultierende Drehbewegung um die zweite Bumprei-
he (55), die als eine Drehachse (57) zwischen den
beiden Bereichen (15, 45) dient, vom Substrat (10)
weg angehoben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Schritt a) ein Halbleiterchip (5) be-
reitgestellt wird, bei dem die Bondpads (20) fir die
erste Bumpreihe (50) eine gréRere Flache aufweisen
als die Bondpads (22) fur die zweite Bumpreihe (55).

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Schritt b) ein Substrat (10) bereit-
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gestellt wird, bei dem die Lands (40) der ersten Land-
reihe (30) eine grolRere Flache aufweisen als die
Lands (42) der zweiten Landreihe (35).

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt b) ein Sub-
strat (10) bereitgestellt wird, bei dem die Lands (40)
der ersten Landreihe (30) eine gréRere Flache auf-
weisen als die Bondpads (20) fiir die erste Bumpreihe
(50).

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt ¢) unter-
schiedliche Mengen an Lotmaterial (45) auf Bond-
pads (20, 22) oder auf Lands (40, 42) zur Bildung der
ersten (50) und der zweiten Bumpreihe (55) aufge-
bracht werden.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt ¢) ein oder
mehrere Stutzsockel (60) auf dem Bauelementbe-
reich (15) des Halbleiterchips (5) oder auf der Ober-
flache des Substrates (10) aufgebracht werden.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Schritt c)
Flussmittel (75) auf das Lotmaterial (45) beispielswei-
se durch Dippen aufgebracht wird.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Schritt e)
der Halbleiterchip (5) mit einer Unterfiillung (65) zwi-
schen dem Montagebereich (25) des Halbleiterchips
(5) und dem die Lands (40, 42) aufweisenden Be-
reich des Substrates (10) unterfillt wird.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass im Schritt €) der L6t-
prozess durch Heizplatten-, Kondensations- oder an-
dere Techniken des Reflow-Létens durchgefihrt
wird.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bauelemente (12)
Sensorelemente, insbesondere mikromechanische
Sensorelemente sind.

11. Anordnung, bestehend aus einem Halbleiter-
chip (5) und einem Substrat (10), wobei der Halblei-
terchip (5) auf dem Substrat (10) mittels Flip-Chip
Technik montiert ist, umfassend:

— Halbleiterchip (5) mit einem Bauelemente (12) auf-
weisenden Bauelementbereich (15) und einem Kan-
tenbereich (17), wobei im Kantenbereich (17) Bond-
pads (20, 22) fur eine erste (50) und eine zweite
Bumpreihe (55) angeordnet sind

— Substrat (10) mit Lands (40, 42) in einer ersten (30)
und zweiten, zur ersten (30) parallel ausgerichteten
Landreihe (35), wobei

—die Lands (40) in der ersten Landreihe (30) eine we-
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sentlich groRere Flache aufweisen als die Bondpads
(20) fur die erste Bumpreihe (50).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Fig. 3b
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